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はじめに 

我々は、UHV 高周波マグネトロンスパッタ

リング法を用いて，ZnO 層のエピタキシャル

成長を行っている.これまで，反応ガスに Ar

ガスを用いて成長した ZnO 層について検討を

行い，基板温度 900 ˚C で成長した ZnO 層にお

いては，(0002)面におけるXRC FWHM値が 100 

arcsec 以下のものが得られている.今回は，反

応ガスに Ar/N2 混合ガスを用いて ZnO 層の成

長を行い，N2ガスが ZnO 層の成長に与える影

響等について検討を行ったので，その結果につ

いて報告する. 

 

実験方法 

ZnO 層の成長には，UHV 高周波マグネトロ

ンスパッタリング法を用いた .基板には

-Al2O3 (0001)基板を使用し，ターゲットには

ZnO 焼結体を使用した.反応ガスには Ar(6-N)

ガスと N2(6-N)ガスの混合ガスを使用し，総ガ

ス流量は 5 sccm一定とした.投入電力を 100 W，

成長圧力を 15 mTorr 一定とし，N2ガス混合比

を変化させて成長を行った.成長した ZnO 層

の評価には，X 線回折(XRD)装置，走査型電子

顕微鏡(SEM)，ホール効果測定等を使用した. 

 

実験結果 

各 N2ガス混合比(0－4 %)で成長した ZnO 層

の表面 SEM 画像を Fig.1 に示す.Ar ガスに N2

ガスを添加して成長を行うことで表面形態に

大きな変化が見られ，明瞭な粒子状の構造が現

れているのが解る.また、N2ガス混合比が増加

するとその粒子密度が増加しているのが解る.

尚，電気的特性を含めたその他の結果について

は，当日報告する予定である. 
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Fig. 1. SEM images of ZnO layers. 
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